
1 Substrates

GaAs Single Crystal Wafers(Semi-Insulating Type)GaAs Single Crystal Wafers(Semi-Insulating Type)

Notes
（＊１） LPD：Light Point Defects 
（＊２） Individual Container is also available. 
（＊３） Notch：Axis〔０１０〕, Depth １㎜, Angle ９０° 

Attached Data
● Standard　： Resistivity・Mobility・Diameter・OF・IF・Thickness・Flatness（min.～max.） 
● Option　 　： EPD Map・Accuracy of Orientation・Light Point Defects

Standard Specifications

Notes

Attached Data

Standard Specifications
Conduction Type 

Growth Method・Dopant 

Use 

Carbon Concentration（㎝-３） 

Carrier Concentration（㎝-３） 

Resistivity（Ω・㎝） 

Mobility（㎝２/V・sec） 

EPD Average（㎝-２） 

Measuring Points of EPD 

Diameter（㎜） 

OF（㎜）（Fig.３） 

 I F（㎜）（Fig.３） 

Edge Rounding（㎜R） 

Thickness（μm） 

Orientation 

Surface Finish 

Surface Clean 

Flatness・LPD（＊１） 

Package（＊２） 

Semi－Insulating 

VB・C－Controlled

≦１×１０８ 

≧８×１０７ 

≧３０００ 

for Epi. 

Controlled 

（０．５～２０×１０１５） 

for Ion－Implantation 

Controlled 

（０．５～３×１０１５） 

１～４×１０７ 

≧６０００ 

６２５±２５ ６７５±２５ ６２５±２５ ６７５±２５ 

≦５０００ 

Fig.１ 

１００．０±０．３ 

３２．５±１．０ 

１８.０±１．０ 

≦１００００ 

Fig.２ 

１５０．０±０．３ 

Notch（＊３） 

（SEMI Standards） 

≦５０００ 

Fig.１ 

１００．０±０．３ 

３２．５±１．０ 

１８.０±１．０ 

 

≦１００００ 

Fig.２ 

１５０．０±０．３ 

Notch（＊３） 

（SEMI Standards） 

０．２５（Conform to SEMI Standards） 

Refer to Page ８ 

Cassette

（１００）±０．３°,　（１００）２°off＜１１０＞±０．３° 

P/P 

SC＋　（Super Clean Plus） 

Fig.２ 

４５° 

６"φ：１５　Points

10㎜ 

10㎜ 
10㎜ 

Fig.１ Fig.３ 
OF

４"φ：６９　Points
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"Dovetail" Etch(０１１)

"Dovetail" Etch(０１１)

(Clockwise)

"V" Etch(０１１)

"V" Etch(０１１)

(Counter Clockwise)
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(Secondary)
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